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カーボンナノチューブ（CNT）、グラフェン等のナノカーボン材料は、次世代電子デバイスの基

幹材料として広く研究されている。イオンや電子ビームをナノカーボン材料に照射することによ

り、デバイス応用に向けてその構造・特性を制御する試みが進められている[1,2,3]。なかでも、多

価イオンは、比較的大きなポテンシャルエネルギーを持ち、物質表面に近づくと多数の電子を剥

ぎ取ることが知られている。ナノカーボン材料への多価イオン照射に関しては、例えば、Ar多価

イオンの多層カーボンナノチューブへの照射による量子ドット形成の報告がなされている[3]。し

かし、単層グラフェンへの多価イオン照射効果に関する研究は十分に行われていない。本研究で

は、単層グラフェンに多価イオンを照射し、ラマン分光法により構造評価を行ったので報告する。 

フリースタンディング単層グラフェンの構造評価のために Cu グリッド上に単層グラフェ

ンを固定して、ラマン分光法を適用した。多価イオン照射には、神戸大学が所有する電子ビ

ーム型多価イオン源（Kobe-EBIS）を使用し

た。16 価の Ar イオン（運動エネルギー：16 

keV, 照射量：2×1011～6×1012 ions/cm2）の照射

前後のフリースタンディング単層グラフェン

のラマンスペクトルを図 1 に示す。照射前の

スペクトルには、グラファイト構造に起因す

る G ピーク、グラフェンの層数に相関のある

2Dピークが観察され、照射後には結晶性の乱

れに起因する D ピーク及び D’ピークも観察

された。照射量の増加にともない D/G 比が増

加したことから、欠陥が導入され、結晶性の

劣化が進んだことが示唆される。 
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FI FIG. 1. The Raman spectra of free-standing single-layer 

graphene irradiated with different doses of Ar16+ ions. 
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